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【手続補正書】
【提出日】平成20年5月30日(2008.5.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の導電型の半導体基板であって、前記半導体基板は、該半導体基板の上部領域の下
方に配置された第２の導電型のドープ領域を含み、前記第１の導電型は、前記第２の導電
型とは異なる、第１の導電型の半導体基板と、
　前記半導体基板の前記上部領域内に配置されたウェル領域であって、前記ウェル領域は
、前記第２の導電型の外側ウェル領域と、前記第１の導電型の内側ウェル領域とを含み、
前記ウェル領域のウェルの各々は、分離領域によって上面で分離される、ウェル領域と、
　前記内側ウェル領域の上方に配置された、少なくとも前記第１の導電型のゲート導体を
有する電界効果トランジスタと
を備えるバラクタ構造体。
【請求項２】
　前記第２のドープ領域は、サブコレクタ又は分離ウェルである、請求項１に記載のバラ
クタ構造体。
【請求項３】
　各々のウェル領域は、隣接するウェル領域が互いに接触状態にあるように、前記分離領
域の下方に延びる、請求項１に記載のバラクタ構造体。
【請求項４】
　前記半導体基板の前記上部領域は、エピタキシャル半導体層を含む、請求項１に記載の
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バラクタ構造体。
【請求項５】
　前記電界効果トランジスタは、前記ゲート導体の下方に配置されたゲート誘電体と、前
記ゲート導体上に配置されたハード・マスクと、該ゲート導体の側壁上に配置された少な
くとも１つのスペーサと、隣接するソース／ドレイン領域とをさらに備える、請求項１に
記載のバラクタ構造体。
【請求項６】
　前記ゲート導体はポリシリコンを含む、請求項１に記載のバラクタ構造体。
【請求項７】
　半導体基板の上部領域の下方に配置された、ｎ－ドープ領域を含むｐ－型半導体基板と
、
　前記半導体基板の前記上部領域内に配置されたウェル領域であって、前記ウェル領域は
、外側Ｎ－ウェル領域及び内側Ｐ－ウェル領域を含み、該ウェル領域のウェルの各々は、
分離領域によって上面で分離される、ウェル領域と、
　前記内側Ｐ－ウェル領域の上方に配置された、少なくともｐ－型ゲート導体を有する電
界効果トランジスタと
を備えるバラクタ構造体。
【請求項８】
　前記ｎ－ドープ領域は、サブコレクタ又は分離ウェルを含む、請求項７に記載のバラク
タ構造体。
【請求項９】
　各々のウェル領域は、隣接するウェル領域が互いに接触状態にあるように、分離領域の
下方に延びる、請求項７に記載のバラクタ構造体。
【請求項１０】
　前記基板の前記上部領域は、エピタキシャル半導体層を含む、請求項７に記載のバラク
タ構造体。
【請求項１１】
　前記電界効果トランジスタは、前記ゲート導体の下方に配置されたゲート誘電体と、前
記ゲート導体上に配置されたハード・マスクと、前記ゲート導体の側壁上に配置された少
なくとも１つのスペーサと、隣接するソース／ドレイン領域とをさらに備える、請求項７
に記載のバラクタ構造体。
【請求項１２】
　前記ゲート導体は、ポリシリコンを含む、請求項７に記載のバラクタ構造体。
【請求項１３】
　バラクタ構造体を製造する方法であって、
　第１の導電型の半導体基板を含む構造体を準備するステップと、
　前記半導体基板の前記上部領域内に複数の分離領域を形成するステップと、
　前記半導体基板の前記上部領域内にウェル領域を形成するステップであって、前記ウェ
ル領域は、前記第１の導電型とは異なる第２の導電型の外側ウェル領域と、該第１の導電
型の内側ウェル領域とを含み、前記ウェル領域のウェルの各々は、分離領域によって上面
で分離される、ステップと、
　前記内側ウェル領域の上方に、少なくとも前記第１の導電型のゲート導体を有する電界
効果トランジスタを形成するステップであって、前記第２の導電型のドープ領域は、前記
複数の分離領域を形成する前又は直後に、前記半導体基板の上部領域内に形成される、ス
テップと
を含む方法。
【請求項１４】
　前記ウェル領域を形成するステップは、マスク・イオン注入プロセスを含む、請求項１
３に記載の方法。
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